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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Vorrichtung zum Herstellen einerVielzahl von Bondverbindungen 
@ Eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Herstellen ei- 

ner Vielzahl von Bondverbindungen (1) zwisclien Kontakt- 

flaclien (2) auf einer Oberflaclie (3) eines Halbleiterchips 

(4) und KontaktanschiulSfahnen (5) eines Zwisciientragers 
(6) weisen eine Umverdrahtung auf. Die Vorriclitung liat 
einen beheizbaren Stempel (8) zum Aufeinanderpressen 
und Erhitzen und Tempern der KontaktanschluKfahnen 

(5) , der Metali-Legierungsbeschichtung und der Kontakt- 
flachen (2) mittels einerVielzahl von Vorspriingen (9) ent- 
sprechend der Vielzahl von Kontaktflachen (2). Die Vor- 
sprunge weisen Andruckflachen (10) auf, wobei Jewells 
eine einzelne Andruckflache (10) der GroBe einer entspre- 
chenden Kontaktflache (2) angepalSt ist und die Vor- 
sprunge (9) sind in gleicher Weise angeordnetwie die An- 
ordnung der Kontaktflachen (2). 
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Beschreibung den Bondverbindungen die Zahl 3 nicht uberschreitet, kon- 

nen die Vorspriinge starr mit dem Stempelkorper verbunden 
[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Her- sein, da sich bis zu drei Vorspriinge jeder Unebenheit der 
stellen einer Vielzahl von Bondverbindungen zwischen KontaktanschluBflachen auf dem Halbleiterchip angleichen 
Kontaktflachen eines Halbleiterchips und Kontaktaus- 5 konnen. Wenn die Vielzahl der gleichzeitig zu erstellenden 
schluBfahnen eines Zwischentragers und ein Verfahren zum Bondverbindungen die Zahl 3 uberschreitet, sind die Vor- 
Herstellen einer Vielzahl von Bondverbindungen. spriinge mit dem Stempel vorzugsweise federelastisch ver- 

[0002] Derartige Vorrichtungen sind zum Kontaktieren bunden, urn in vorteilhafter Weise Unebenheiten auszuglei- 
und Umverdrahten von Halbleitersubstraten erforderlich, chen. 

wobei mit herkommhchen Kontaktierungs- oder Bondvor- lo [0009] Zur federelastischen Verwirklichung der Vor- 
richtungen das Herstellen von Bondverbindungen selir lang- spriinge konnen diese durch Stabe realisiert vyerden, die in 
wierig ist, da eine Bondverbindung nach der anderen herge- entsprechenden Offnungen des Stempelkorpers gleitend ge- 
stellt werden muB und damit kostenintensive Prozesse ver- fiihrt werden, wobei die Stabe in den Offnungen federela- 
bunden sind. Diese serielle Herstellung von Kontakt zu stisch gelagert sind und der Querschnitt jeden freien Endes 
Kontakt mit konventionellen Vorrichtungen, wie Ultra- 15 der Stabe einer Kontaktflacheentspricht. Die federelastische 
schallbonder, Thermosonicbonder oder Thermokompressi- Lagerung mikroskopisch kleiner Stabe fur mikroskopisch 
onsbonder, erfordert Prazisionsgerate, da jede Bandposition kleine Kontaktflachen kann durch Tellerfedem im Stempel- 
mikroskopisch genau nacheinander anzusteuern, zu justie- korper realisiert werden, wobei die Tellerfedem auf die ge- 
ren und einzeln zu bonden ist. fuhrten Enden der Stabe in dem Stempelkorper wirken. Un- 

[0003] Aufgrund der geforderten Temperaturfestigkeit 20 termikroskopisch klein sind in diesem Zusammenhang Ab- 
sind bei der Herstellung der "Welzahl von Bondverbindun- messungen zu verstehen, die noch mit leichtmikroskopi- 
gen bisher praktisch keine konventionellen Lotverfahren schen Mitteln meBbar und/oder erkennbar sind, 
zum Einsatz gekommen, sondem ausschlieBIich SchweiB- [0010] In einer weiteren bevorzugten Ausfiihrungsform 
verfahren wie das oben erwahnte UltraschaUbonden, Ther- der Erfindung sind die Vorspriinge blattfederartig ausgebil- 
mokompressionsbonden Oder Ahnliche. Diese Verfahren ha- 25 det. Dazu ist jede Blattfeder mit einem Ende am Stempel- 
ben den wesentlichen Nachteil, daB jeweils nur ein Kontakt kOrper befestigt und weist eine Dicke auf, die kleiner oder 
hergestellt werden kann und die Vielzahl der Kontaktflachen gleich der Langenerstreckung einer Kontaktflache ist. Das 
somit seriell abgearbeitet werden muB, was sehr zeitaufwen- freie Ende der Blattfeder weist in dieser Ausfiihrungsform 
dig und damit kostenintensiv ist. die Andruckflache auf, wobei die Breite jeder Blattfeder im 

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung und 30 Bereich des freien Endes auf die Quererstreckung der Kon- 
ein Verfahren anzugeben, bei dem eine Vielzahl von Bond- taktflache verjungt ist. Eine solche spinnenartige Ausbil- 
verbindungen gleichzeitig hergestellt werden kann. dung des Stempels hat den Vorteil, daB Unebenheiten der 

[0005] Gelostwird diese Aufgabe mit den Merkmalen des OberflSche des Halbleitersubstrats, die iiblicherweise im 
Gegenstands der unabhangigen Anspruche. "Sforteilhafte Bereich von 10 bis 200 pm Uegen, ohne weiteres ausgegli- 
Weiterbildungen ergeben sich aus den abhangigen Ansprii- 35 chen werden konnen, ohne daB gleitende oder sich bewe- 
chen. gende Vorspriinge fiir den Stempel vorzusehen sind. Die 

[0006] Zum Herstellen einer Vielzahl von Bondverbin- blattfederaxtigen Vorspriinge gleichen die Oberflachenun- 
dungen zwischen Kontaktflachen auf einer Oberflache eines ebenheiten uber ein Durchbiegen der Blattfedern aus und 
Halbleiterchips und KontaktanschluBfahnen eines Zwi- bewirken ein gleichmafiiges Andrucken der zu verbinden- 
schentragers, der eine Verdrahtung aufweist, ist erfindungs- 40 den Komponenten auf dem Halbleitersubstrat. 
gemaB eine Vorrichtung voigesehen, fiir welche die zu bon- [0011] Urn ein DifFusionsloten des niedrigschmelzenden 
denden Kontaktflachen und/oder die KontaktanschluBfah- Materials der Beschichtungslegierung mit den Materialien 
nen eines Zwischentragers mit einer MetaU-Legierungsbe- der Kontaktflache und/oder der KontaktanschluBflachen mit 
schichtung versehen sind, wobei die Metall-Legierung der anschlieBender isothermischer Erstairung zu erreichen, 
Beschichtung in dem Material der Kontaktflachen und/oder 45 weist der Stempelkorper vorzugsweise eine Heizung auf. 
der KontaktanschluBfahnen mit zunehmender Temperatur Diese Heizung kann durch eine elektrische \Wderstandshei- 
zunehmend losbar ist und/oder intermetaUische Phasen ein- zung, die im Stempelkorper angeordnet ist, realisiert wer- 
geht. den. Der Stempelkorper kann femer vorzugsweise durch 

[0007] Das Material der Metall-Legierungsbeschichtung eine Strahlungsheizung indirekt aufgeheizt werden, wobei 
ist bei der erfindungsgemaBen Vorrichtung in der Lage mit 50 die Warmestrahlen der vom Stempelkorper entfemt ange- 
dem Material der Kontaktflachen und/oder der Kontaktan- ordneten Warmestrahlungsquelle auf die Oberflache des 
schluBflachen eine Metall-Legierung mit zunehmendem Stempelkorpers fokussiert wird. Der Stempel kann in einer 
Schmelzpunkt zu bilden. Dabei diflfundiert das Material der anderen bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung indi- 
Kontaktflachen und/oder der KontaktanschluBfahnen in die rekt durch MikroweEen auf einer konstanten Tbmperatur fiir 
gebildete Schmelze und reichert diese mit hoher schmelzen- 55 die isothermische Erstarrung gehalten werden. 
den intermetallischen Phasen an, Bei isothermischer Erstar- [0012] Bei der isothermischen Erstarrung wird die zu- 
rung bildet sich dadurch eine Bondverbindung, deren nachst niedrigschmelzende Komponente der Beschichtung 
Schmelzpunkt iiber dem Schmelzpunkt der Metall-Legie- mit den hochschmelzenden Materialkomponenten der Kon- 
rungsbeschichtung liegt. Dazu weist die Vorrichtung einen taktflachen und/oder der KontaktanschluBfahnen angerei- 
beheizbaren Stempel mit einer Vielzahl von Vorspriingen 60 chert, bis schlieBUch die Anreicherung derart hoch gewor- 
auf, wobei die Vorsprunge die KontaktanschluBfahnen des den ist, daB sich hochschmelzende intermetaUische Phasen 
Zwischentragers auf die KontaktanschluBflachen pressen bei der eingestellten Temperatur der isothermischen Erstar- 
und gleichzeitig erhitzen und tempern. Dazu besitzen die rung bilden. Um dieses zu erreichen, weist das erfindungs- 
Vorspriinge Andruckflachen, wobei jeweils eine einzeke gemaBe Verfahren zum Herstellen einer Vielzahl von Bond- 
Andruckflache der Flache einer entsprechenden Kontaktfla- 65 verbindungen zwischen Kontaktflachen eines Halbleiter- 
che angepaBt ist und die Vorspriinge in gleicher Weise ange- chips und KontaktanschluBfahnen eines Zwischentragers, 
ordnet sind wie die Anordnung der Kontaktflachen. der eine Umverdrahtung aufweist, folgende Verfahrens- 

[0008] Solange die 'Wekahl der gleichzeitig zu erstellen- schritte auf: 
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a) Beschichten der Kontaktflachen und/oder der Kon- ten der Kontaktflachen und/oder der KontaktaQschluBfla- 
taktanschluBfahnen mit einer Metall-Legierung, die in chen mit der niedrigschmelzenden Metall-Legierung kann 
dem Material der Kontaktflachen und/oder der Kon- mittels stromloser Plattierung aus einem Losungsbad, das 
taktanschluBfahnen mit zunehmender Temperatur zu- die niedrigschmelzende Metall-Legierung abscheidet, erfol- 
nehmend losbar ist und intermetallische Verbindungen 5 gen, indem der Halbleiterchip mit den freiliegenden Kon- 
mit dem Material der Kontaktflachen und/oder Kon- taktflachen in ein derartiges Losungsbad eingetaucht wird 
taktanschluBfahnen bei zunehmendem Schmelzpunkt oder der Zwischentrager mit den freiliegenden Kontaktan- 
bildet und unter isothermischer Erstarrung zu einem schluBfahnen diesem Losungsbad ausgesetzt wird. 
Material erstarrt, dessen Schmelztemperatur Qber dem [0017] Bin weiteres bevorzugles Verfahren zur Beschich- 
Schmelzpunkt der Metall-Legierungsbeschichtung lO tung der Kontaktflachen und/oder der KontaktanschluBfla- 
Uegt, chen mit einer niedrigschmelzenden Metall-Legierung ist 

b) Erhitzen des Stempels auf eine Ifemperatur ober- die Aufdampftechnik oder eine Sputterabscheidung vor- 
halb des Schmelzpunktes der MetaUlegierungsbe- zugsweise durch eine Maske, so daB selektiv die Kontaktfla- 
schichtung, chen und/oder die freiliegenden KontaktanschluBfahnen be- 

c) Justieren des Stempels in Relation zu der Anord- 15 schichtet werden. 

nung der Kontaktflachen und der KontaktanschluBfah- [0018] SchlieBlich ist es auch moglich, vorzugsweise eine 
nen, Beschichtung der Kontaktflachen oder der Kontaktan- 

d) Absenken des Stempels auf die KontaktanschluB- schluBfahnen mittels Gasphasenabscheidung zu erreichen. 
fahnen unter AbreiBen von SoUbruchsteUen in der Lei- Bei alien Verfahren, die groBflachig den Halbleiterchip oder 
tungsfiihrung der KontaktanschluBfahnen, und 20 den Zwischentrager mit einer niedrigschmelzenden MetaU- 

e) Tempem der zu bondenden Komponenten unter Legierung iiberziehen, wie das stromlose Plattieren, die 
Druck bei isothermischer Erstarrung der Bondverbin- Aufdampftechnik, die Sputterabscheidung oder die Gaspha- 
dungen. senabscheidung, sofem es nicht moglich ist, selektiv durch 

eine Maske nur die Kontaktflachen und KontaktanschluB- 
[0013] Dieses Verfahren, das sich auf die isothennische 25 fahnen zu beschichten, ist es erforderlich, einen Maskie- 
Erstarrung stutzt, hat den Vorteil gegeniiber den bisherigen rungs- oder Selektionsschritt beispielsweise mittels einer 
Hochtemperaturverfahren mit eutektischer Erstarrung, dafi Photolithographietechnik vorzusehen. 
die Tfemperaturfestigkeit der Verbindung oberhalb der [0019] Sind die KontaktanschluBflachen und/oder Kon- 
Schmelztemperatur derniedrigschmelzenden Metall-Legie- taktanschluBfahnen von ausreichender GroBe, kann vor- 
rungsbeschichtung Uegt. Damit besteht die Moglichkeit, in 30 zugsweise die niedrigschmelzende MetaH-Legierungsbe- 
vorteilhafter Weise die Temperaturfestigkeit der Bondver- schichtung mittels Siebdrucktechnik oder Schablonendruck- 
bindung durch geeignete Wahl der Temperatur der isother- technik in vorteilhafter Weise selektiv aufgebracht werden. 
mischen Erstarrung, d. h. durch geeignete Wahl der Stem- [0020] Die Erfindung wird anhand von Ausflihrungsfor- 
peltemperatur festzulegen. Ein tJberschreiten der Temper- men unter Bezugnahme auf die beigefugten Zeichnungen 
zeit schadigt nicht die entstandene Verbindung, so daB es 35 naher erlautert. 

moglich ist, in vorteilhafter Weise eine Vielzahl von Kon- [0021] Fig. 1 zeigt einen Querschnitt durch eine Prinzip- 
taktflachen gleichzeitig mit den KontaktanschluBfahnen zu skizze einer ersten Ausfuhrungsform der erfindungsgema- 
verbinden, da Unterschiede im Warmeiibergang von den Ben Vorrichtung. 

AndruckflSchen auf die zu verbindenden Komponenten [0022] Fig. 2 zeigt einen Querschnitt durch eine Prinzip- 
durch entsprechend langes Halten des Stempels in Andruck- 40 skizze einer zweiten Ausfiihrungsform der erfindungsgemS- 
position ausgeglichen werden kSnnen, ohne daB Festigkeits- Ben Vorrichtung. 

unterschiede in der Qualitat der Bondverbindungauflreten. [0023] Fig. 3 zeigt eine Seitenansicht mit teilweisem 
Lediglich bei zukurzerAndruckzeit besteht die Gefahr, daB Querschnitt in Langsrichtung durch eine dritte Ausfuh- 
eine der Bondverbindungen nicht vollstandig isothermisch rungsform der Erfindung. 

erstarrt und damit beim Abheben des Stempels aufbricht. 45 [0024] Fig. 4 zeigt eine Vorderansicht mit teilweisem 
Die Zeitdauer, mit welcher der Stempel auf die zu verbin- Querschnitt in Querrichtung durch die Ausfuhrungsform der 
denden Komponenten zu pressen ist, hangt nur von dem an- Fig. 3. 

gebotenen Schmelzvolumen der niedrigschmelzenden Me- [0025] Fig. 5 bis 7 zeigen Verfahrensstufen bei der Her- 

taU-Legierung der Beschichtung ab, d. h, im wesentUchen stellungerfindungsgemaBer Bondverbindungen. 
von der Dicke der Beschichtung. Je diinner die Beschich- SO [0026] Fig. 1 zeigt einen Querschnitt durch eine Prinzip- 
tung mit niedrigschmelzender Komponente ist, um so friiher skizze einer ersten Ausfiihrungsform der erfindungsgema- 
wird eine der Temperatur der isotliermischen Erstarrung ent- Ben Vorrichtung. Diese Vorrichtung dient der Herstellung ei- 
sprechende erstarrte Metall-Legierung und/oder metallische ner ^^elzahl von Bondverbindungen 1 zwischen Kontaktfla- 
Phase und damit eine Verbindung zwischen den zu verbin- chen 2 auf einer Oberflache 3 eines Halbleiterchips 4 und 
denden Komponenten erreicht. 55 KontaktanschluBfahnen 5 eines Zwischentragers 6, der eine 

[0014] In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfin- Umverdrahtung 7 aufweist. Die Kontaktflachen 2 und/oder 
dung werden die KontaktanschluBfahnen des Zwischentra- die KontaktanschluBfahnen 5 sind fiir diese Vorrichtung mit 
gers aus einer Kupferlegierung oder Nickellegierung mit einer niedrigschmelzenden Metall-Legierungsbeschichtung 
Zinn Oder Indium als Legierungskomponente hergestellt. versehen. Die MetaU-Legierung der Beschichtung ist in dem 

[0015] Die Beschichtung der Kontaktflachen und/oder der 60 Material der Kontaktflachen 2 und/oder der Kontaktan- 
KontaktanschluBfahnen mit einer niedrigschmelzenden Me- schluBfahnen 5 mit zunehmender Temperatur zunehmend 
taU-Legierung erfolgt vorzugsweise mittels Elektroplattie- losbar und bildet intermetallische Phasen. Die Metall-Legie- 
ren. Dazu kann der Zwischentrager mit der Umverdrahtung rung der Beschichtung erstarrt mit dem Material der Kon- 
und den freiliegenden KontaktanschluBfahnen in ein Galva- taktflachen 2 und/oder der KontaktanschluBfahnen 5 unter 
nikbad getaucht werden, so daB die KontaktanschluBfahnen 65 isothermischer Erstarrung zu einem Material, dessen 
mit einer diinnen Schicht aus der niedrigschmelzenden Me- Schmelzpunkt iiber dem Schmelzpunkt der MetaU-Legie- 
tall-Legierung elektroplattiert werden. rungsbeschichtung liegt. 

[0016] Ein anderes bevorzugtes Verfahren zum Beschich- [0027] Zur Aufrechterhaltung der Temperatur fiir die iso- 
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thermische Erstarrung weist die Vorrichtung einen beheiz- eine Richtung vorgebogen ist und ein anderer Teil der Blatt- 

baren Stempel zum Aufeinanderpressen und gleichzeitigen federn 18 in eine entgegengesetzte Richtung vorgebogen ist. 

Erhitzen und Tempem der KontaktanschluBfahnen 5, der [0032] Fig. 4 zeigt eine Vorderansicht mit teilweisem 

Metall-Legierungsbeschichtung und der Kontaktflachen 2 Querschnitt in Querrichtung durch die Ausfuhrungsform der 

auf, wobei der Stempel eine Vielzahl von Vorsprungen auf- 5 Fig. 3 . Beispielhaft sind hier zwei parallele Zeilen von Kon- 

weist, die ihrerseits Andruckflachen besitzen und jeweils taktflachen 2 auf einem Halbleitersubstrat 22 gezeigt, die 

eine einzelne Andruckflache 10 der GroBe einer entspre- mit KontaktanschluBfahnen 5 zu verbinden sind. Da die 

chenden Kontaktflache 2 angepaBt ist. Die Vorspriinge 9 an Breite der Blattfedem 18 die Quererstreckung der Kontakt- 

dem Stempelkorper 14 sind in gleicher Weise positioniert Mchen 2 uberschreitet, sind die Blattfedem 18 an ihren 

wie die Anordnung der Kontaktflachen 2 auf der Oberflache lO fteien Enden 11 verjungt, so daB die Andruckflachen 10 der 

3 des Halbleiterchips 4. fteien Enden der Blattfedem 18 in ihren Abmessungen den 

[0028] Der Stempelkorper 14 mit den Vorsprungen 9 kann Abmessungen der Kontaktflachen 2 entsprechen. 

auf eine konstante Temperatur der isothermischen Erstar- [0033] Beim Herunterfahren des spinnenartigen Stempels, 

rung in Pfeikichtung A indirekt aufgeheizt sein und ein ent- wie er in den Fig. 3 und 4 gezeigt wird, werden SoUbmch- 

sprechender AnpreBdmck A kann gleichzeitig auf den 15 steUen 16 der Verdrahtung 7 auf dem Zwischentrager 6 ab- 

Stempel wirken, um bis zur Beendigung der isothermischen gerissen, so daB die AnschluBfahnen 5 auf die Kontaktfla- 

Erstarmng die KontaktanschluBfahnen auf die Kontaktfla- chen 2 gepreBt werden konnen. 

chen mit zwischenliegender Metall-Legiemngsbeschich- [0034] Die Fig. 5 bis 7 zeigen Verfahrensstufen bei der 
tung zu driicken. Dabei wird zunachst die niedrigschmel- Herstellung erfindungsgemaSer Bondverbindungen. Dazu 
zende Metall-Legierung der Beschichtung schmelzen und 20 zeigt die Fig. 5 zunachst den Stempel 15 in angehobener und 
hochschmelzendes Material der Kontaktflachen und/oder vorjustierter Position, so daB die Andruckflachen 10 der 
der KontaktanschluBfahnen sich in der Schmelze zuneh- Vorspriinge 9 des Stempels 8 iiber den KontaktanschluBfah- 
mend losen und intermetallische Phasen bilden, die aus den nen 5 des Zwischentragers 6 und den Kontaktflachen 2 des 
Komponenten der niedrigschmelzenden Metall-Legierung Halbleitersubstrats 4 angeordnet sind, 
der Beschichtung und dem hochschmelzendem Material der 25 [0035] Beim Absenken des Stempels 8 in Pfeikichtung A, 
Kontaktflahen und/oder KontaktanschluBfahnen bestehen. wie es in Fig. 6 gezeigt wird, reiBen die Sollbruchstellen 16 
[0029] In der Ausfiihrungsform der Fig, 1 besteht der der Kontaktfahnen 5 ab, so daB diese auf die Kontaktflachen 
Stempel aus einem starren Stempelkorper 14 und starren 2 gepreBt werden konnen. Zwischen den KontaktanschluB- 
Saulen 19, die als Stempelvorsprunge ausgebildet sind. Ein fahnen und den Kontaktflachen ist aufgrund der Beschich- 
derart starre Vorrichtung kann auf einer unebenen Substrat- 30 tung mit einer niedrigschmelzenden Metall-Legiemng der 
oberflache nur eingesetzt werden, wenn die Zahl der starren Kontaktflachen und/oder der KontaktanschluBfahnen die 
Saulen 19 auf drei beschrSnkt bleibt. Bereits bei vier Saulen niedrigschmelzende Legiemngsbeschichtung zwischen den 
wiirde eine derartige Vorrichtung aufgmnd von Unebenhei- beiden verbindenden Komponenten angeordnet, Der Stem- 
ten des Substrats versagen. pel 8 kann entweder direkt oder indirekt auf einer Tbmpera- 
[0030] Fig. 2 zeigt einen Querschnitt durch eine Prinzip- 35 tur oberhalb der Schmelztemperatur des niedrigschmelzen- 
skizze einer zweiten Ausfuhrungsform der erfindungsgema- den Materials gehalten werden, bei der die isothermische 
Ben Vorrichtung. Bei dieser Ausfulirungsform wird der Erstarrung und damit die Bildung einer isothermischen Ver- 
Stempelkorper 14 direkt durch eine eingebaute elektrische bindung, die im wesentlichen aus intermetaUischen Phasen 
Widerstandsheizung beheizt. Dariiber hinaus wird der Stem- besteht, zwischen der Kontaktanschlufifahne und den damn- 
pelkoiper 14 von einer Abdeckplatte 20 abgedeckt, die fede- 40 terliegenden KontaktanschluBflachen erfolgen soil, 
relastische Elements 21 an den Positionen aufweist, an de- [0036] Nach einer vorgegebenen Ifemperzeit, die minde- 
nen in OfFnungen 13 Andruckstabe 12 gleitend gefuhrt wer- stens so lange anhalt, bis der isothermische Erstarrungsvor- 
den. Mit Hilfe der federelastischen Elemente 21 der Ab- gang abgeschlossen ist, wird, wie es Fig. 7 zeigt, der Stem- 
deckplatte 20 wird dafiir gesorgt, daB Unebenheiten des pel8derFig. 6entfemtundeinefesteBondyerbindunguber 
Substrats 22 und damit Unebenheiten in der Ebene der Kon- 45 die KontaktanschluBfahnen 5 ist mit der Verdrahtung 7 des 
taktanschluBflachen 2 ausgeglichen werden. Da in dieser Zwischentragers 6 eneicht. 
zweiten Ausfuhrungsform der Stempelkorper 14 durch die 

Heizung 15 in Pfeihichtung A direkt beheizt wird ist ledig- Bezugszeichenliste 
lich ein AnpreBdmck auf den Stempel aufzubringen, um ei- 
nen intensiven Kontakt zwischen den zu verbindenden so 1 Bondverbindungen 
Komponenten iiber die Andruckflachen 10 der Stabe 12 zu 2 Kontaktflachen 
erreichen. 3 Oberflache 
[0031] Fig. 3 zeigt eine Seitenansicht mit teilweisem 4 Halbleiterchip 
Querschnitt in Langsrichtung durch eine dritte Ausfiih- 5 KontaktanschluBfahnen 
rungsform der Erfindung. Das Substrat 22 tragt hier in 55 6 Zwischentrager 
Langsrichtung mindestens eine Zeile von Kontaktflachen 2, 7 Umverdrahtung 
die mit KontaktanschluBfahnen 5, wie sie in Fig. 4 gezeigt 8 Stempel 
werden, zu verbinden sind. Der Stempel 8 wird zur Gewahr- 9 Vorspriinge 
leistung einer isothermischen Erstarrung entweder durch 10 Andmckflache 
eine direkte oder eine indirekte Beheizung auf einer kon- 60 11 freie Enden 
stanten Tempertemperatur gehalten und dabei in Pfeikich- 12 Stab 
tung A mit seinen Vorsprungen 9 auf die zu verbindenden 13 Offhungen 
Komponenten gepreBt. Um Unebenheiten des Halbleiter- 14 Stempelkorper 
chips 4 an der Oberflache 3 auszugleichen, sind die Vor- 15 Heizung 
spriinge 9 in dieser Ausfiihrungsform als Blattfedem 18 aus- 65 16 SollbmchsteUe 
gefilhrt, die fest mit dem Stempelkorper 14 verbunden sind. 17 Leitungsflihmng 
Die Blattfedem 18 sind leicht vorgebogen, wobei zum Aus- 18 Blattfeder 

gleich etwaiger Querkrafite ein Teil der Blattfedem 18 in 19 Ende der Blattfeder am Stempelkorper 
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20 Abdeckplatte 

21 federelastisches Element 

22 Substrat 

Patentanspriiche 5 

1. Vorrichtung zum Herstellen einer Vielzahl von 
Bondverbindungen (1) zwischen Kontaktflachen (2) 
auf einer Oberflache (3) eines Halbleiterchips (4) und 
KontaktanschluBfahnen (5) eines Zwischentragers(6), 10 
der eine Umverdrahtung aufweist, wobei die Kontakt- 
flachen (2) und/oder die KontaktanschluBfahnen (5) 
mit einer niedrig schmelzenden Metallegierungbe- 
schichtung versehen sind, wobei die Metallegierung 
der Beschichtung in dem Material der Kontaktflachen 15 
(2) und/oder der KontaktanschluBfahnen (5) mit zuneh- 
mender Tempertemperatur zunehmend losbar ist und 
sich intermetallische Phasen aus den elementaren 
Komponenten des Materials der Beschichtung und des 
Materials der Kontaktflachen und/oder der Kontaktan- 20 
schluBfahnen mit hohem Schmelzpunkt bilden und un- 
ter isothermischer Erstarrung bei einer Temperatur er- 
starren, die iiber dem Schmelzpunkt der Metallegie- 
rung der Beschichtung liegt, und wobei die Vorrichtung 
einen beheizbaren Stempel (8) zum Aufeinanderpres- 25 
sen und gleichzeitigen Erhitzen und Tempern der Kon- 
taktanschluBfahnen (5), der MetaRegierungsbeschich- 
tung und der Kontaktflachen (2) mittels einer Vielzahl 
von Vorsprungen (9) entsprechend der Vielzahl von 
Kontaktflachen (2) aufweist, wobei die VorsprUnge (9) 30 
Andruckflachen (10) aufweisen und jeweils eine ein- 
zelne Andruckflache (10) der Gr5Be einer entsprechen- 
den Kontaktflache angepaBt, und die Vorspriinge (9) in 
gleicher Weise angeordnet sind wie die Anordnung der 
Kontaktflachen (2). 35 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Vorspriinge (9) federelastisch mit 
dem Stempel (8) verbunden sind. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Vorspriinge (9) mittels 40 
Staben (12) realisiert sind und die Stabe (12) in ent- 
sprechenden OfFnungen (13) des Stempelkorpers (14) 
gleitend gefiihrt warden, wobei die Stabe (12) in den 
Offnungen (13) federelastisch gelagert sind, und der 
Querschnitt jeden freien Endes (11) der Stabe einer 45 
Kontaktflache (2) angepaBt ist. 

4. Vorrichtung nach einem der vorhefgehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Kontaktan- 
schluBfahnen aus einer Kupferlegierung oder einer 
Nickellegierung hergestellt sind. 50 

5. Vorrichtung, nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Vorspriinge 
(9) blattfederartig ausgebildet sind, wobd jede Blattfe- 
der (18) mit einem Ende (19) am Stempelkoiper (14) 
befestigt ist und eine Dicke aufweist, die kleiner gleich 55 
der Langserstreckung einer Kontaktflache ist und das 
freie Ende (11) die Andruckflache (10) aufweist, wobei 
die Breite jeder Blattfeder (18) im Bereich des freien 
Endes (11) auf die Quererstreckung der Kontaktflache 
verjiingt ist. 60 

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB der Stempelkor- 
per (14) eine Heizung (IS) aufweist. 

7. Verfahren zum Herstellen einer Vielzahl von Bond- 
verbindungen (1) zwischen Kontaktflachen (2) auf ei- 65 
ner Oberflache (3) eines Halbleiterchips (4) und Kon- 
taktanschluBfahnen (5) eines Zwischentragers(6), der 
eine Umverdrahtung aufweist, unter Anwendung der 



Vorrichtung eines der vorhergehenden Anspriiche, das 
folgende Verfahrensschritte a)-e) aufweist: 

a) Beschichten der Kontaktflachen (2) und/oder 
der KontaktanschluBfahnen (5) mit einer niedrig 
schmelzenden Metallegierung, die in dem Mate- 
rial der Kontaktflachen (2) und/oder der Kontakt- 
anschluBfahnen (5) mit zunehmender Tempertem- 
peratur zunehmend losbar ist und sich intermetal- 
lische Phasen aus den elementaren Komponenten 
des Materials der Beschichtung und des Materials 
der Kontaktflachen und/oder der Kontaktan- 
schluBfahnen mit hohem Schmelzpunkt bildet und 
unter isothermischer Erstarrung bei einer Ifempe- 
ratur erstairt, die iiber dem Schmelzpunkt der Me- 
tallegierungsbeschichtung liegt, 

b) Erhitzen des Stempels (8) auf die Tbmperatur 
der isothermischen Erstarrung, 

c) Justieren des Stempels (8) in Relation zu der 
Anordnung der Kontaktflachen (2) 

d) Absenken des Stempels (8) auf die Kontaktan- 
schluBfahnen (5) unter AbreiBen von Sollbruch- 
steUen (16) in der Leitungsfiihrung (17) der Kon- 
taktanschluBfahnen (5), und 

e) Tempern der zu bondenden Komponenten un- 
ter Druck bei isothermischer Erstarrung der Bond- 
verbindung. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Beschichtung der Kontaktflachen (2) und/ 
oder der KontaktanschluBfahnen (5) mit der Metall-Le- 
gierung mittels Elektroplattierung erfolgt, 

9. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Beschichtung der Kontaktflachen (2) und/ 
oder der KontaktanschluBfahnen (5) mdt der Metall-Le- 
gierung mittels stromloser Plattieren erfolgt. 

10. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Beschichtung der Kontaktflachen (2) und/ 
oder der KontaktanschluBfahnen (5) mit der Metall-Le- 
gierung mittels Aufdampftechnik oder Sputterabschei- 
dung durch einen Maske selektiv erfolgt, 

11. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Beschichtung der Kontaktflachen (2) und/ 
oder der KontaktanschluBfahnen (5) mit der Metall-Le- 
gierung mittels Gasphasenabscheidung erfolgt. 

12. Verfahren Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Beschichtung der Kontaktflachen (2) und/oder 
der KontaktanschluBfahnen (5) mit der Metall-Legie- 
rung mittels Siebdrucktechnik oder Schablonendruck- 
technik erfolgt. 
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